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は、100年後の地球を

分析 試験 評価 解析 で支えます

半導体デバイス評価

半導体に関する観察系の実績一覧（直近一部）
エッチング時のメタル残渣確認（SAP配線）

Cu配線側壁の保護メタルTi厚みの測長（ダマシン配線）

パワー半導体Ga2O3基板からエピ成長膜の結晶構造解析

露光後のレジスト断面、測長

Cuビア間のTi層確認、導通確認

CuパッドのEBSD

L/S異常部の断面SEM観察

多結晶SiCへのダイシング手法検討による

断面STEM観察（スクライブ＆ブレイク手法）

半導体設備の配管内壁のコーティング、Y系観察

SiCデバイス表面研磨処理後の断面ダメージ層深さ確認

GaN断面観察、MQW断面間隔測長

内部構造と断面構造（非破壊観察から断面解析） GaN層の構成（SEM）,結晶状態（STEM）確認

封止樹脂とチップ間、
Agペースト接着部に
欠陥はなく良好な接着状態

GaNオンサファイアデバイスを
適用している

GaN中の転位形状、転位密度などが確認できる

Cuワイヤ結線でも
チップダメージがない

ダイボンド部にボイドはなく、
良好な状態
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SiCチップ下
断面詳細例
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サファイア上のGaNは厚さ約３μmの薄膜デバイス

汎用型充電器：GaNデバイス分析事例

SiCチップ断面SEM-EDX面分析結果例
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